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semiconductori nanostructurati in diapazon de ordinul microwatilor

(57) Rezumat:
1

Inventia se referd la domeniul tehnicii de
masurare §i poate fi utilizatd in aparate de
masurat, in care s¢ utilizeaza senzori pe bazd
de oxizi semiconductori nanostructurati.

Dispozitivul de madsurare a parametrilor
senzorului pe bazd de oxizi semiconductori
nanostructurafi in diapazon de ordinul
microwatilor include o sursd de tensiune de
referintd reglabild, conectatd in serie cu un
senzor cercetat §i o rezistentd etalon, caderca
totald a tensiunii pe senzor si rezistenta etalon

2

si, separat, cdderca de tensiune pe rezistenta
etalon fiind aplicate la intrdrile a doud
convertoare  analogic-digitale ale  unui
microcontroler prin doud amplificatoare
operationale, iesirile microcontrolerului sunt
conectate print-un convertor digital-analogic la
intrarea sursei de tensiune de referinta reglabila
si la un ecran pentru afisarea rezultatelor
obtinute.

Revendicari: 1

Figuri: 2



(54) Device for measuring the parameters of a sensor based on nanostructured
semiconductor oxides in the range of the order of microwatts

(57) Abstract:
1

The invention relates to the field of
measuring technology and can be used in
measuring instruments that use sensors based
on nanostructured semiconductor oxides.

The device for measuring the parameters of
a sensor based on  nanostructured
semiconductor oxides in the range of the order
of microwatts comprises an adjustable
reference voltage source, connected in series to
the test sensor and the standard resistance, the
total voltage drop across the sensor and the

2

standard resistance, and separately, the voltage
drop across the standard resistance being
applied to the inputs of two analog-to-digital
converters of a microcontroller through two
operational amplifiers, the outputs of the
microcontroller are connected by a digital-to-
analog converter to the input of the adjustable
reference voltage source and to a screen for
displaying the obtained results.

Claims: 1

Fig.: 2

(54) YCTpOMCTBO A1 U3MEPEHHs IAapaMeTPOB CEHCOPAa HA OCHOBE
HAHOCTPYKTYPHBIX MOJYIPOBOAHUKOBBIX OKCHIOB B THANa30He NOPSAIKA

MHKPOBATT

(57) Pedepar:

1

W300peTenne  OTHOCHTCE K 00IacTd
H3MEPHUTEIFHOH TEXHHUKH M MOXKET OBITH
HCITONIH30BAHO B M3MEPUTEIRHBIX IIPHOOpax, B
KOTOPBIX HCHONB3YIOTCS CEHCOPHl Ha OCHOBE
HAHOCTPYKTYPHBIX HOTYIIPOBOTHUKOBEIX
OKCHJIOB.

YCeTpolicTBO Ul U3MEpEHHUs ITapaMeTpOB
CCHCOpPa HAa  OCHOBE  HAHOCTPYKTYPHBIX
HOITYIIPOBOTHUKOBBIX OKCHJIOB B JIHAIIa30HE
HOpSKAa MHKPOBATT BKIIOUACT HCTOYHUK
pPETYIIUPYEMOr0  OIOPHOTO  HAIPsDKCHHS,
COCTHHEHHBIH IIOCIIEOBATEIHHO c
HCCIETYEMBIM  CEHCOPOM H  00pa3IoBHIM
COIPOTHBIICHHEM, IIOTHOE ITa/IcHIE

2

HaIpsDKEHHST Ha CEHCOPE M 00pa3lioBOM
COIPOTHBIICHHH M, OTJIENBHO, IaJICHHE
HaIPsDKEHHS Ha 00Pas3IioBOM COIPOTHUBICHHH
IIPUKITABIBAIOTCS HA BXOMBl JIBYX aHAJIOTO-
TH(POBBIX IpeodpazoBaTeci
MHKPOKOHTPOIIIEPa 9epe3 JBa OEPaITHOHHBIX
YCHINTES,  BBIXOAB  MHKPOKOHTpOJIIEpa
COE/IMHEHBI qepes M (PO-aHATOrOBBIH
Ipeo0pa3oBaTeah C  BXOAOM  HCTOYHHKA
PETYIIUPYEMOTO OIOPHOTO HANPDKCHHI H K
9KpaHy JUIL  OTOOpaXKEHHS IOIYIEHHOTO
pe3ynbTaTa.

I1. popmymsr: 1

Qur.: 2
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Descriere:

Inventia se referd la domeniul tehnicii de masurare si poate fi utilizatd in aparate de
masurat, in care s¢ utilizeaza senzori pe baza de oxizi semiconductori nanostructurati.

Este cunoscut un dispozitiv de méasurare a rezistentel senzorilor bazat pe legea lui
Ohm pentru circuite electrice sau punti de mésurare, care include masurarea rezistentei
active la curent continuu cu ajutorul ohmmetrului digital, galvanometrului diferential si
potentiometrului curentului continuu [1].

Cea mai apropiata solutie este un dispozitiv de masurare a rezistentei senzorilor pe
bazd de oxizi semiconductori nanostructurafi, care include o sursd de tensiune de
referintd conectatd la un voltmetru si unita in serie cu senzorul nanostructurat cercetat si
cu un rezistor suplimentar, la nodul de conectare cdruia cu senzorul este conectatd
intrarea unui amplificator, iesirea amplificatorului este conectatd la un voltmetru,
totodata rezistorul, nodurile comune ale sursei de tensiune de referintd, amplificatorul si
voltmetrele sunt conectate 1la masd [2].

Un dezavantaj al acestor dispozitive este ¢d in procesul de masurare a rezistentei
senzorului la proba cercetatd sunt aplicate tensiuni si curenti nereglementati, care poate
duce la o disiparc mare de energic electrici pe nanostructurd si, ca urmare, la
inrdutétirea parametrilor sau deteriorarea nanostructurii.

Problema solutionatd de inventic constd In elaborarea unui dispozitiv care in
procesul de masurare a rezistenfei nanostructurii va monitoriza energia electrica disipatd
pe nanostructura si o va mentine in valori prestabilite sigure.

Dispozitivul, conform inventiei, inlaturd dezavantajele de mai sus prin faptul include
o sursd de tensiune de referinta reglabild, conectatd in serie cu un senzor cercetat si o
rezistentd etalon, caderca totald a tensiunii pe senzor si rezistenta etalon si, separat,
caderca de tensiune pe rezistenta etalon fiind aplicate la intrdrile a doud convertoare
analogic-digitale ai unui microcontroler prin doud amplificatoare operationale, iesirile
microcontrolerului sunt conectate print-un convertor digital-analogic la intrarea sursei
de tensiune de referintd reglabild si la un ecran pentru afisarea rezultatelor obtinute.

Rezultatul inventiei constd in e¢liminarea deteriordrii posibile a nanostructurii,
cauzatd de depdsirea valorii maxim admisibile a puterii electrice aplicate la
nanostructura.

Inventia se explicd prin desenele din fig. 1-2, care reprezinta:

- fig.1, schema-bloc a dispozitivului,

- fig.2, schema de principiu a dispozitivului.

Schema-bloc a dispozitivului cuprinde: o sursd de tensiune de referintd reglabila
Urt, la intrarea de control a céreia printr-un convertor digital-analogic (DAC) este
aplicat semnalul de control de la un microcontroler (MCU) si tensiunea de¢ iesire Uter
este conectatd la nanostructura cercetatd Ry si rezistenta etalon Rg in serie, cdderile de
tensiune ale cérora sunt digitalizate prin intermediul convertoarelor analogic-digitale
(ADC) incorporate in microcontroler, de asemenea microcontrolerul proceseaza datele
receptionate cu scopul de a calcula valoarea rezistentei nanostructurii cercetate, care
este afisata pe LED-uri de 4 cifre, fiecare cu cate 7 segmente (Display), calculul valorii
s1 mentinerea la o anumitd valoare a puterii electrice disipate In nanostructurd prin
controlul valorii Uk prin intermediul convertorului digital-analogic (DAC). Sub
influenta tensiunii U..s produsa de sursa de tensiune reglabild, in circuitul de masurare
Ry, Ry curge curentul care creeazd cidderca de tensiune pe Ry si Rg, care prin
amplificatoarele de curent continuu si convertorul analogic-digital trece la iesirile
microcontrolerului, unde se utilizeaza valorile calculate ale rezistentei nanostructurii,
care sunt vizualizate pe Display-ul (7 segmente a cdte 4 cifre) si calculul valorilor
puterii disipate pe nanostructurd. Microcontrolerul prin convertorul digital-analogic
dirijeazd neintrerupt tensiunea de iesire Uwr a sursei de tensiune reglabild, mentinand
neschimbat nivelul prestabilit al puterii disipate pe nanostructura.

Schema de principiu a dispozitivului este prezentatd in fig.2. Circuitul de masurare
consti din rezistenta nanostructurii Ry si rezistenta Rs pe care de la iesirca
stabilizatorului de tensiune (elementul U4) este aplicatd tensiunea de referintd reglabilad
User. Amplificatoarele pe elementele U6.A si U6.B amplificd si normalizeaza tensiunca
Uter $1 Urs pand la nivelurile necesare pentru lucrul microcontrolerului ADC (0...5 V).
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Pe elementul U5 (MC34063) este asamblat convertorul DC/DC cu tensiunea de iesire
+40 V pentru alimentarea sursei Uer. Portul C si o parte a portului B al
microprocesorului se folosesc pentru organizarea regimului dinamic al lucrului
indicatorului (display). Portul D al microprocesorului, elementele U2, U3.A si U3.B
creeazd un convertor digital-analogic, care prin tranzistorul de cdmp Q1 coordoneaza
nivelul de iesire a sursei de tensiune de referintd pe elementul U4.

Exemplu de realizare practica: rezistenfa rezistorului suplimentar R,=10 kOhm;
tensiunea sursei de tensiune de referintd Urr = 40 V; tensiunea pe rezistorul suplimentar

{,5)?&: 0,05 V; puterea maxim admisibild pe structura studiatd P,=0,5 mW; puterea reala
disipata pe nanostructura & &= D‘R& [RF(Uresr- &, R'R:):O,OS/ 10000%(40-0,05)=0,2 mW<0,5
mW, rezistenta nanostructurii Ryx=(Us - UEB)*RO/S R&=(4O-O,05)>“ 10000/0,05=8
mOhm.

(56) Referinte bibliografice citate in descriere:

1. Jlozunkuii B.H., Mensanduenko M. M. PaguorexHuka, DIeKTpOpaTHOH3MEPEHHS,
Dueprus, Mocksa, 1976, ¢.193-194
2. MD 1065 Y 2016.08.31

(57) Revendicari:

Dispozitiv de méasurare a parametrilor senzorului pe bazd de oxizi semiconductori
nanostructurafi in diapazon de ordinul microwatilor, care include o sursi de tensiune de
referintd reglabild, conectatd 1n serie cu un senzor cercetat i o rezistenta etalon, caderea
totald a tensiunii pe senzor §i rezistena ctalon si, separat, cdderca de tensiune pe
rezistenta etalon fiind aplicate la intrarile a doud convertoare analogic-digitale ale unui
microcontroler prin doud amplificatoare operationale, iesirile microcontrolerului sunt
conectate print-un convertor digital-analogic la intrarea sursei de tensiune de referintd
reglabild si la un ecran pentru afisarea rezultatelor obtinute.

Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuali
str. Andrei Doga, nr. 24, bloc 1, MD-2024, Chisinfdu, Republica Moldova
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